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我々はこれまでに、ダイヤモンド表面を水素終端化することで誘起されるホール蓄積層

をチャネルとし、ゲート酸化膜として高温 ALD法による Al2O3を用いた MOSFETを作製
し、673～10 Kにわたる高温・低温動作特性[1]及び耐圧特性[2]を報告してきた。これまでに

報告した MOSFETの絶縁破壊電圧としては、ゲート・ドレイン間距離 4 µmの MOSFET
において-470 Vという値が得られていたが、デバイス寸法の変更及び作製プロセスの改善
によりさらなる高耐圧特性が得られたので報告する。 

MOSFETの作製としては、(001)Ibダイヤモンド上にアンドープホモエピタキシャル成
長層を形成し、Ti/Auソース・ドレイン電極を形成後、ダイヤモンド表面の水素終端化に
よりチャネルを形成し、ゲート絶縁膜及び水素終端表面の保護のため高温 ALD法により
Al2O3を 200 nm堆積し、ゲート電極として Alを蒸着することで MOSFETとした。 
今回の研究では、MOSFETのゲート・ドレイン間距離 LGDを 7 µmまで段階的に増加さ

せた。良好な IDS-VDS特性と共に、最大降伏電圧 VBは LGD  = 5 µm、6 µm、7 µmで 498 V、
591 V、691 Vであり（Fig.1,Fig2）、SiC[3]や GaN[4]の横型パワーFETの現状の性能である
VB/LGD ＝1 MV/cmと同等の結果がフィールドプレート構造なしで得られている。691 Vは
ダイヤモンド接合型 FETの絶縁破壊電圧[5]を上回り、ダイヤモンドでは現在最大である。

一方ゲート・ドレイン間距離 1 µmのMOSFETにおいて 363 Vの絶縁破壊電圧が得られた。
これは VB/LGD ＝3.6 MV/cmに相当し、横型 FETの最大 VB/LGD である 1.6 MV/cm 
(AlGaN/AlGaN HEMT[6])を越える値であり、ダイヤモンドを用いた新たな横型パワー
FETとして期待がもてる。電界分布の解明およびフィールドプレート構造等の電界緩和構
造の導入により、さらなる高耐圧化を目指す。 
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Fig.1  Breakdown characteristics and 
IDS-VDS characteristics 

 

Fig.2  LGD and maximum breakdown 
voltage  
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